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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

半導体素子製作体験のために、広島大学の設備を利用してMOSキャパシタの製作を
行った。また、製作したデバイスの特性を調べるべく、同大学の設備を利用してCV
特性を測定した。MOSキャパシタの製作は成功した。さらに、半導体デバイスの測
定及び評価方法の学習のために、半導体パラメータアナライザを使った。

実験
Experimental

2inch P型Siウェハの自然酸化膜をフッ化水素酸で除去し、酸化炉で酸化膜をSiウェ
ハに成膜した。次にSiウェハ表面にレジストをスピンコータでスピンコートした後、
酸化膜エッチングを行った。レジスト除去後、レジスト除去液によって生成したSi
ウェハ裏面の酸化膜を除去した後、スパッタ装置を用いてバルク電極を形成した。
次にSiウェハ表面にスパッタを施し、MOSキャパシタのゲート電極を形成した。最
後にPMAアニールを行い、表面処理をしたものとしなかったものに分けて、特性の
違いを調べた。また、酸化膜厚の測定のために、干渉膜厚計（AFT 5000）を用い
た。製作物の特性評価として、CV特性のLCRメータ（Agilent 4284）による評価を
行った。また、既成のSiウェハ上のCMOSインバータやMOSFETの特性評価を半導
体パラメータアナライザ（Agilent 4156）で評価した。

結果と考察
Results and Discussion

製作したMOSキャパシタの全体像を図1に示す。Siウェハ表面に見える丸い銀色の
領域がそれぞれMOSキャパシタのゲート電極に当たる。この電極の内、赤丸で囲っ
た電極のCV特性を測定した（図2） 。これらの測定結果から、MOSキャパシタの
不純物濃度やスレッショルド電圧、フラットバンド電圧、フラットバ ンド容量を求
めた。その結果を表1に示す。不純物濃度はゲート電圧が－1 Vから0 Vの範囲にお
けるCV特性の傾きから求められる。スレッショルド電圧はゲート電圧が正の領域か
ら負の領域へ戻る際の変曲点となる。フラットバンド容量は式1で表される。なお、
τは熱電圧で300 Kにおいて26 mVである。εは酸化膜のSiO2の誘電率
で、3.45×10－13となる。最後にフラットバンド電圧VFBはグラフ中最大の容量
の38%の容量を取るときの電圧と定義した。 PMA処理の有無による差異の一つと
して、(C/S)-2特性の違いがある（図3）。これは、PMAを行うことによって、酸化
膜中の局在電位を減らし、(C/S)-2特性をリニアにしている。               
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図1 製作したMOSキャパシタ
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図2 CV特性
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表1 MOSキャパシタ各種パラメータ
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図3  (CS)-2特性
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式1 フラットバンド容量の関係式
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